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Projekta izstrades merkis ir apgut eksperimentali rupnieciski silicija
monokristalu razosanu, ko izmanto elektronisko iericu razoSanai

Starpposma rezultats 2019 2020 2021

Rapnieciskais pétjums no 08.2019 (mm.yyyy.) ldz 09.2021 (mm.yyyy.) 0819.0321 3 4 1 2 |3 /4 1 ]2 3 4

Monokristalu ar diametru 100 mm audz&$anas tehnologijas izstrade uz
iekartas “FZ 15107,

silicija monokristalu audzéSanas procesa modeléSana, ar diametru 100
mm no pamatnes pjedestala un dinamisko procesu dalu no izkausétas
pamatnes pjedestala ar diametru 100 - 250 mm (kaus€juma savienoSanos 09.19 0321 X X X | X X | X | X
ar aizmetna kristalu), monokristala konusa un cilindriskas dalas augSanu
diametra 60 - 100 mm;

0919 0320 X X X X X

modeléSanas rezultatu testéSana laboratorijas apstaklos izmantojot
iekartas "VU 1" maketu ka bazi rekonstruétu infrasarkano un elektrona 0919 0321 X X X [ X | X | X | X
kdla punktveida apsildes veidiem;

pro;ektva 2.7_ laika izstradata augstas frekvences generatora efektivitates 0120 06.20 X X
uzlabosana;

monokristalu ar diametru 100 mm audzé$anas tehnologijas izstrade uz

modernizétas "VU 1" iekartas ar izvélétu punktveida silditaja avotu. 0321 09.21 XX XXX X

Eksperimentala izstrade no 01.2020 (mm.yyyy.) ldz 09.2021 (mm.yyyy.)

izgatavoSana Silicija monokristaliem monokristalu ar diametru 76 mm

izgatavoSana un to nodoSana testéSanai partnerim ALFA; 09.19 1219 (EAgiEE

termiska, mérisanas un kKimiska aprikojuma montaza, lai pabeigtu silicija

it . e et =y = 09.19 0320 X X X
monokristalu ar diametru 100 mm izméginajuma razosanas liniju;

izgatavo$ana Silicija monokristalu ar diametru 100 mm izgatavo$Sana un to

nodoSana uz testéSanu partnerim ALFA; 04.20 03.21 X | XXX

plaksnu testéSanas slédzienu sagatavoSana ALFA un citos uzpémumos. 01.20 09.21 X[ X | X | X | X ]| X X
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1.starpposma rezultats (péc 6 ménesiem)

Izstradata silicija monokristalu ar

diametru 100 mm audzesanas
tehnologija uz iekartas “FZ 1510”.

process data

and date 21.05.19 12.08.19 0o8.11.19 10.12.19
initial rod

diameter 60 72 103 86
single crystal

diameter 60 76 65 88




o g P womssninsa 1 .StArpposma rezultats (pec 6 ménesiem)

e I Izstradata silicija monokristalu ar
diametru 100 mm audzesanas

tehnologija uz iekartas “FZ 1510”.

Eiropas Regional
attistibas fonds
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2. attels Transformatora rekonstrukcija 3. attels.  Kondensatoru  baterpjas
starp primaro un sekundaro kontiiru. kapacitates palielinasana. Pa kreisi - 1zmantota
komplektésana; vidii - kondensatoru Kkreisa

sekcija; pa labi - kondensatoru laba sekeija.
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1.starpposma rezultats (péc 6 ménesiem)
Izstradata silicija monokristalu ar

diametru 100 mm audzesanas

tehnologija uz iekartas “FZ 1510”.

U9 (kVp) 0.96 MHz ng;ﬁg;
e 10 000
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o : 1000
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4. attéls. Pielauyjamais spriegums 2 kontiira 5. attéls. FZ1510 kondensatoru baterja

baterijas kondensatoros

uzstaditie idens dzesésanas kondensator1. 2 -
transformators: 5 - kondensator1 TWFX
WF095162: 6 - vara elektrodi;
7 - idens 1zolatoru spole kondensatora
dzesésanas kede
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-:;:;.?;;::;m 1.starpposma rezultats (péc 6 ménesiem)

Izstradata silicija monokristalu ar
diametru 100 mm audzesanas

tehnologija uz iekartas “FZ 1510”.

-?«Cr!.:we«',qerm e

7. att€ls. FZ1510 fidera atjaunoSanas 8. att€ls. Uzlabotas  konstrukcijas
ras€jumi induktors.



e Aty | [ 1.starpposma rezultéts (péc 6 ménesiem)
silicija monokristalu audzésanas procesa modeléSana, ar diametru 100 mm no pamatnes
pjedestala un dinamisko procesu dalu no izkausétas pamatnes pjedestala ar diametru 100 - 250
mm (kauséjuma savienoSanos ar aizmetna kristalu), monokristala konusa un cilindriskas dalas

augsSanu diametra 60 - 100 mm;
Lai precizak modelétu siltuma plasmas sistéma, izmantojama datorprogramma tika papildin

dta

ar horizontala aizsargekrana, jeb issléguma rinka, modeli (a) un spiralveida zemfrekvences sanu
silditaja modeli (b).
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silicija monokristalu audzésanas procesa modeléSana, ar diametru 100 mm no pamatnes
pjedestala un dinamisko procesu dalu no izkausétas pamatnes pjedestala ar diametru 100 - 250
mm (kauséjuma savienoSanos ar aizmetna kristalu), monokristala konusa un cilindriskas dalas

augsSanu diametra 60 - 100 mm;
Apréekini liecina, ka lielakam D_ ir nepieciesams
* izmainit nduktora formu {gag@rmat horizontalo dalu)

o e et e et

* lietot mazaku audzeésanas atrumu v
Fazu robeZas Silicija temperatara ar v = 1.5 mm/min

previous ind_, v = 4.0 mm/min = = = longer ind., v = 2.0 mm/min ——
langer ind., v = 4.0 mm/min —— longer ind., v = 1.3 mmfmin = = =
T | T T T
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silicija monokristalu audzésanas procesa modeléSana, ar diametru 100 mm no pamatnes
pjedestala un dinamisko procesu dalu no izkausétas pamatnes pjedestala ar diametru 100 - 250
mm (kauséjuma savienoSanos ar aizmetna kristalu), monokristala konusa un cilindriskas dalas
augsSanu diametra 60 - 100 mm;

aizmetni un mazu kristala diametru (D, lidz 10 mm). Tika piemeklets izkususas zonas diametrs D
= 38 mm, ka an apsildama brivas virsmas apgabala izméri r,,un r,,., kas nodroginatu stabilaku
sakuma fazes norisi. .
D.=5mm

sl

Z, mm

Ak e d gk ................................................ .
.4[} i 344 444 EEEEEEER ................................................ - 4[] - q5 deg‘ QL _ 0'59 kw ............................. -
45 deg, Q= 0.56 kW —— i i 45 deg, Q= 0.67 kW : i .

i 10 20 30 40 50 0 10 20 30 40 50

r, mm r, mm

Kristala aizmetnis un sakuma faze ar DC lidz 10 mm
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silicija monokristalu audzésanas procesa modeléSana, ar diametru 100 mm no pamatnes
pjedestala un dinamisko procesu dalu no izkausétas pamatnes pjedestala ar diametru 100 - 250
mm (kauséjuma savienoSanos ar aizmetna kristalu), monokristala konusa un cilindriskas dalas
augsanu diametra 60 - 100 mm;

= "='_-'

() “&\!&.\,;#/\-.

. 1zstradats spuldzu nostiprinasanas un parvietosanas mehanisms. Sarkanas linijas -
staru nosacitais apziméjums no lampas lidz fokusa attalumam; 3 - kausésanas induktors; 6 -
apstradajamais pjedestals; 7 - reflektori; 8 - spuldzu vadibas mehanisms



e Al [l 1.starpposma rezultats (péc 6 ménesiem)
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Starpposma rezultats 2019 2020 2021 \

Rapnieciskais péfjums no 08.2019 (mm.yyyy.) lidz09.2021 (mm.yyyy.) 0819.0321 | 3 | 4 /1 | 2 |3 4|1 2,3 4

modeléSanas rezultatu testéSana laboratorijas apstaklos izmantojot

iekartas "VU 1" maketu ka baz rekonstruétu infrasarkano un elektrona 0919 0321 X X X | X | X | X | X
kdla punktveida apsildes veidiem;

prOJektva 2.7. laika izstradata augstas frekvences generatora efektivitates 0120 06.20
uzlaboSana;
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1.starpposma rezultats (péc 6 menesiem)
izgatavosana Silicija monokristaliem
monokristalu ar diametru 76 mm

izgatavosana un to nodosan

testesanai partnerim ALFA;

i

|

Vink

Parameter Requirements
material FZ
orientation 111 N
Type/Dopant (p / Boron)
Resistivity 7-13 Q/cm
RRV: < 10% (ASTM plan B)
Oxvaen <9 x 1077 at/cm? —

Yo <2x10 ° atiem®
Diameter | 76+/-0.5 mm |
Parameter Requirements
material FZ
orientation 100

(n/Fosfors) (n/
Type/Dopant Phosphorus)
Resistivity 3 -9 0O/cm
RRV: < 15% (ASTM plan B)
o <9 x 1077 at/cm? —
Xygen

yo <=:2x10153tfcm3

Diameter 76+/-0.5 mm

d
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W—— 1 w1 STAIPPOSMa rezultats (péc 6 ménesiem)

i A | EB=E" T termiska, mersanas un kimiska
[EGULDIIUMS TAVA NAKOTHNE Wmontﬁia |a|RMLM

monokrlstalu ar diametru 100 mm

izméginajuma razosanas liniju

Delivery to
CUSTOMER
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1.starpposma rezultats (péc 6 ménesSiem)

plaksnu testésanas slédzienu sagatavosana ALFA un citos uznémumos.

Silicija monokristal un monokristala plaksnes 76 mm diametra



Paldies par
uzmanibu



